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Versetzungen in IV-VI Halbleiter-Heterostrukturen
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Eine Untersuchung der Kristallbaufehler von IV-VI Halbleiter-
Heterostrukturen (PbTe, PbSnTe) im Elektronenmikroskop erlaubt
eine Analyse des Anteils der Misfitversetzungen und der elasti-
schen Verzerrungen zum Misfit dieser FEpitaxieschichten.Die
Wechselwirkung eingewachsener Versetzungeri, die an der Grenz-
fliche =zu einem Substratkristall (BaFy ) entstehen und im
Spannungsfeld der Heterostruktur miteinander reagieren, wird
beschrieben.Ab einer kritischen Dicke bildet sich in den
Schichten ein Netz von Misfitversetzungen, deren Burgersvektor
auf den (100)-Ebenen liegt, welche geneigt zur (111) Wachstums-

iebene sind.
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